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Abstract (en)
The invention relates to integrated circuits, and more particularly the manner of producing in these circuits a constant current source which is stable
as a function of temperature and of the supply voltage of the integrated circuit. <??>According to the invention, it is proposed to produce a stable
current source on the basis of two transistors (Q1, Q2) in parallel, one controlled by a reference voltage source of the "band gap" type (AO, R1, R2,
R3, D1, D2) and the other by a wilson mirror (T1, T2, T3, T4). The addition of the currents from the two transistors gives a current which can be
much more stable in terms of temperature than the individual currents in each of the transistors. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention concerne les circuits intégrés, et plus particulièrement la manière de réaliser dans ces circuits une source de courant constant stable en
fonction de la température et de la tension d'alimentation du circuit intégré. Selon l'invention, on propose de réaliser une source de courant stable à
partir de deux transistors (Q1, Q2) en parallèle, commandés l'un par une source de tension de référence de type "bandgap" (AO, R1, R2, R3, D1,
D2) et l'autre par un miroir de wilson (T1, T2, T3? T4). L'addition des courants des deux transistors donne un courant qui peut être beaucoup plus
stable en température que les courants individuels dans chacun des transistors.
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